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３端子素子である単分子トランジスタを動作させるために

は、一つの分子に対してゲート変調が可能で、安定な構造を

有するナノギャップ電極が必要である。我々は、電子線リソ

グラフィで Ptの初期ナノギャップ電極を作製し、ヘテロエピ

タキシャル無電解金メッキ(Electroless Au Plating: ELGP)で、球

状の Au/Pt ナノギャップ電極を構築する手法を開発した。[1] 

炭素架橋オリゴ p-フェニレンビニレン 6 (COPV6) ( Fig.1)

は、剛直なπ共役系分子であり、片側の電極に化学吸着した

単分子デバイスにて分子軌道のエネルギー準位に対応する共

鳴トンネル現象を報告してきた[2,3]。 

本研究では、分子長 4.5 nmの剛直分子ワイヤ COPV6 を、

ヘテロエピタキシャル球状 (Heteroepitaxial Spherical: HS)-

Au/Pt ナノギャップ電極間( Fig.2)に化学吸着させた単分子ト

ランジスタを作製し、ゲート変調効果を 9K 下で確認したの

で報告する。 

HS-Au/Pt ナノギャップ間に COPV6 導入後、ドレイン電流

(Id)が流れ、Vdの掃引方向に依存せず安定した Id -ドレイン電

圧(Vd)特性（Fig.3）が観察された。また、Id-ゲート電圧(Vg)特

性（Fig.4）は、ゲート変調効果が観測された。本トランジス

タは、HS-Au/Pt ナノギャップ間に COPV6 が架橋した構造を

有することを示唆している。 
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Fig. 1, Molecular structure of 

     COPV6 

Fig. 3, Id-Vd characteristics 

Fig. 4, Id-Vg characteristic 

Fig. 2, SEM image of HS-Au/Pt 

nanogap electrodes 
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